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Neuentwicklung 10 GHz SSB Transverter von DL1RQ
Redesigned 1@ GHz SSB transverter by DL1RQ

Peter Vogl, DL1RQ, Eisberg 9, D-8376 Geiersthal, ph:89923/567

10 GHz - EMPFANGER - BAUSTEIN DL1RQ 104

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Angeregt durch Versuche von OM Jiirgen Dahms DC @ DA mit GaAs-
FET-Mischern und einfachen Filteraufbauten,entstand beim Ver-
fasser ein neuer Empfédngerbaustein fiir den DL 1 RQ - Transverter.
Das Empfangssignal wird zundchst einem rauschangepaBten GaAs-
FET-Verstdrker mit dem Transistor MGF 1303 (oder besser MGF
1304) zugefiihrt. Es folgt eine weitere Verstirkerstufe mit dem
MGF 1302 (oder MGF 1402). Die beiden Stufen bringen bei ca.2,5dB
RauschmaB bis zu 18dB Verstarkung. Das unerwiinschte Seitenband
wird mit einem einfachen, auf DC @ DA zuriickgehenden Hohlraum-
resonator unterdriickt. Die darauf folgende Mischstufe mit dem
MGF 1302 (oder MGF 1402) setzt das Signal auf die Zwischenfre-
quenz von 144,5MHz um. Ein zusdtzlicher ZF-Vorverstirker ist
durch die hohe Gesamtverstdrkung iiberfliissig.

MESSWERTE
RauschmaB: F=2,5dB
Oszillatorleistung: Po~1mW (v81lig unkritisch!)
Verstarkung: V =~ 20 dB
Stromaufnahme: J(+12V) = 20mA - 30 mA

J(-5V}) = 3 mA
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AUFBAU DES HOHLRAUMFILTERS NACH DC @ DA
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SCHALTBILD
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L 8 Wdg 0,5CuAg 3,5mm@ freitragend
Anzapfung bei 3 Wdg vom kalten Ende
Symbole: o Chip-Kondensatoren 10 pF 2x1,25x0,51 mm
VALVO 2222 851/853 (D104.520)
Birklin Best.Nr. 53D 220
= Chip-Widerstand 51 Ohm 3,2x1,6x0,58 mm
Vitrohm RGC 502 (E101.170)
Birklin Best.Nr. 33 E 184
o Durchfithrungskondensator Inf
RAUSCHVERHALTEN DES MGF 1302 - MISCHERS MIT SEITENBANDFILTER
IN ABHANGIGKEIT VON DER OSZILLATORLEISTUNG
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AUFBAU
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BESTUCKUNG DER LEITERSEITE
WeiBblechgehduse 37x111x30 mm

-
J

BESTUCKUNG DER MASSESEITE
WeiBblechgehduse 37x111x30 mm

DUBUS 4/86 - 313 - TECHNICAL REPORTS



DUBUS 4/86 TECHNICAL REPORTS

LEITERPLATTE
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°
[
MGF1303 MGF1302 utolzn 000 0= -

EMPFANGERPLATINE DL 1 RQ 045

MaBe 109 x 34 x 0,79 mm
RT/duroid D-5870 0,79 mm

AUFBAUHINWEISE

Die SMC-Einlochmontagebuchsen werden auf 15 mm Hohe vom unteren
Gehduserand nach MaBgabe der Platine von auBen auf das WeiBblech-
gehduse gelotet. Die nach innen iiberstehende Teflonisolierung
wird auf der Montageseite der Platine bis zum Innenleiter mit
einem scharfen Messer entfernt, so daB die Platine auf dem, bis
auf einen kleinen Rest gekiirzten,Innenleiter der Buchsen auflie-
gen kann. Nach dem Bohren der Platine muB die Massefldche um

die Koppelstifte des Filters und um die Bohrungen des Spannungs-
reglers vorsichtig entfernt werden.(Teflon ist extrem weich!!)
Danach wird die Platine sowohl auf der Masseseite als auch auf
der Bestlickungsseite rundherum mit dem Gehduse verlotet. Um das
Filter auszurichten, wird mit einem Zirkel die genaue Lage des
Filterkorpers auf die Masseseite ilibertragen. Zum Einldten des
Filters ist ein vorheriges Erwdrmen des FilterkOrpers notig,

um die Massefldache des Teflonmaterials nicht iliber Gebiihr zu stra-
pazieren. Nach dem Einldten aller passiven Bauteile werden die
GaAs-FET-Transistoren unter Beachtung aller notigen Vorsichts-
maBnahmen eingeldtet. Dazu werden natiirlich die Gate- und Drain-
fahnen gekiirzt. Die Source-Fahnen werden direkt am Transistor-
gehduse nach unten abgebogen, durch die entsprechenden Platinen-
bohrungen gesteckt und mit der Massefliche verldtet.
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ABGLEICHHINWEISE

Zundchst werden die Drainstrome der Verstdrkertransistoren

auf je 10mA (=1,0V Spannungsabfall am Drainwiderstand) einge-
stellt. Der Drainstrom des Mischertransistors wird auf weniger
als 1 mA eingestellt. Das Oszillatorsignal von etwa 1 mW wird
angelegt und ein MeBempfdanger auf 144,5 MHz angeschlossen. Am
Eingang wird ein Signal auf 10368 MHz eingespeist. (z.B. Ober-
welle eines 70cm Senders mittels Diodenkopf o0.3.). Nun konnen
Filter und ZF-Kreis auf Maximum abgestimmt werden, wobei ein
Drainstromabgleich des Mischers auf maximale Signalstdrke ndotig
ist.

Bei den vom Verfasser erprobten Aufbauten (bisher 4 Stiick)
waren nach diesem Abgleich nur noch geringfiigige Korrekturen

am RauschmeBplatz notwendig. Ein RauschmaB von schlechtesten-~
falls 3,5dB ist auch ohne MeBplatz moglich. Mit allen Exempla-
ren des Verfassers konnte durch "Spielen" mit einem kleinen Cu-
Plattchen von 2,5x2,5mm am Drain des MGF 1303 und durch Nach-
gleich der Arbeitspunkte ein RauschmaB unter 2,5dB erreicht
werden. Um eine Verschlechterung der Daten durch die Riickwirkung
des Gehdusedeckels zu vermeiden, muB dieser unbedingt mit einem
guten Hochfrequenzabsorbermaterial beklebt werden.

*****************************************************************************
Die Filme fiir die Platinen (DL1RQ104+1@5) sind beim Verfasser fir DM1OQ,--
erhiltlich. Bauteile und Bausitze sind anzufragen bei: Karl Himmler, DB3U0U,

Scheffelweg 2, D-6885 Heddesheim.
*****************************************************************************

E.: Redesigned DL1RQ (184) Receiver Unit:

Stimulated by the tests of Jiirgen Dahms, DC@DA, with GaAs-FET Mixers and
simple X-band filters, the, in DUBUS 2/86 published X-band transverter is
redesigned and improved now. The RX-path is completely new developped. As
first preamp, a MGF13@3 (13@4) is used followed by a MGF1302 (1482). The
achieved gain is 18dB at 2.5dB noise figure. The not wanted 1image noise is
eliminated by a “DC@DA" cavity resonator filter. As mixer another GaAs-FET
MGF13@2 (1462) is used. An additional IF-preamp is not necessary anymore
because of the high gain of the preamp unit itself. The big advantage of the
new design is that the LO-power is now uncritical in a wide range from 10uW
to AmW! There is no dependance between LO-power and sensitivity anymore. The
drain currents of the 1st and the 2nd stage amount 18mA. The current for the
mixer 1mA. The mixers biasing is adjusted under help of a small test signal
(generated from a 7@cm TX harmonis or so) applied to the cavity filter input.
First the filter is aligned and then the biasing of the mixer GaAs-FET for
maximum IF (144MHz) signal strength. The writer of this article has rebuilt
until now 4 pieces of the new design and approved. The worst noise factor
reached was 3.5dB. Very important: Because of internal reflections via the top
plate of the preamp box, the inner side of top plate must be equipped with rf
absorption material.

Films of the pcb—-layouts are available by the author (DL1RQ1@4 and 105)
-DM1@, - . Requirements for components and parts, or kits are send to:
Karl Himmler, DB3UU, Scheffelweg 2, D-6805 Heddesheim.
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DL 1RQ 105

10 GHz - SENDER - BAUSTEIN

DUBUS 4/86

MGF 1302 - Version des in DUBUS 2/86 verdffentlichten Bausteins
DL 1 RQ 005.

SCHALTBILD
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MGF 3030 MGF 1302 MGF 1302
Filterbeschreibung siehe DUBUS 2/86 émm Ferritperle=FP
Symbole o Chip-Kondensator 10pF 2x1,25x0,.51 mm
VALVO 2222 851/853 (D104.520)
Biirklin Best.Nr. 53D 220
= Chip-Widerstand 51 0hm 3,2x1,6x0,58 mm
Vitrohm RGC 502 (E101.170)
Biirklin Best.Nr. 33 E 184
o Durchfihrungskondensator 1InF
Drainstromeinstellung: Treiber ca.30-40 mA
Endstufe nahe JDSS
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VERSTARKERPLATINE
69 x 34 x0,79 mm
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MISCHERPLATINE
20 x 34 x 0,79mm
RT/duroid D-5870
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AUFBAU
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Oben: Bestiickung der lLeiterseite WICHTIGER HINWEIS: In den Ge-
hdusedeckel muB ein gutes Mikrowellenabsorbermaterial ein-
geklebt werden um Schwingen im Gehduseresonanzbereich zu
vermeiden!

Unten:Bestiickung der Masseseite Gehdause: 37 x 111 x 30 mm
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